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pnبا توجه به اينكه  µµ 5.2=MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETnnnnpppp  بايد چه رابطه اي نسبت به هم داشته باشند تا و  كانال عرض نسبي دو 

پارامتر رسانايي انتقالي آنها يكسان باشد؟

Pn WW =Pn WW 4=Pn WW 25.0=Pn WW 4.0=
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pMOSpMOSpMOSpMOS ) در چاه هاي مجزا قرار گرفته اندفرض كنيد ترانزيستور هاي (دو وارونگر زير را در نظر بگيريد

كدام گزينه درست است؟

است زيرا داراي ) ب(بهتر از وارونگر ) الف(وارونگر 
THVكمتري است .

است زيرا داراي ) الف(بهتر از وارونگر ) ب(وارونگر 
THVكمتري است .

.داراي اين مشكل نيست) الف(مشكل اثر بدنه وجود دارد ولي وارونگر ) ب(در وارونگر 

.در هر دو وارونگر مشكل اثر بدنه وجود دارد
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تابع پياده سازي شده با ترانزيستور هاي عبور مدار زير چيست؟

CBACABA .... ++BCACBA .... +CBA ⊕⊕CBA ).( ⊕
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFETNNNN 2 با  كانال'
/50 VAK n µ=20و/ =LWوVVTH كوچك بكار ميDSVبه عنوان سوئيچ با =8.0

VVGSبه ازاي . ولت است5 تا 0بين GSVولتاژ كنترلي .رود mAIو=5 D 1≈،DSVچقدر است؟

1,��V�,3�V�,1��V�,�3�V
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IHV........  در نظر گرفت.......ولتاژورودي است كه مي توان به عنوان.

0مينيمم،0ماكزيمم،1مينيمم،1ماكزيمم ، 
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منطق گيت هاي انتقالي زير چيست؟

NAND AND/XOR XNOR/AND OR/AND NAND/
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NMOSNMOSNMOSNMOSVVVV  است طراح مدار مي خواهد بداند در مقابل كاهش ولتاژ آستانه به اندازه0,4 داراي ولتاژ آستانه يك ترانزيستور 

mVmVmVmV  100 جريان نشتي زير آستانه در دماي اتاق با فرض VVGS 0=nnnn ؟) 1.4=( چند برابر خواهد شد

تغييري نخواهد كرد8,215,61,27
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AOIAOIAOIAOI با ظرقيت بار فرض كنيد براي يك گيت fF10؛Ω= KRon nstriseاگر.باشد10 . فرض شود=5.0
PHLτواقعي 

چقدر است؟

ns0,259ns0,069ns0,038ns0,345
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DECBADCBAfتابع منطقي   )(),,,(   معادل كدام روش نوشت گذاري زير است؟=++

OAI32OAI311AO232OA333
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پس از گذشت يك شب،مسئولين آزمايشگاه حالت جامد فهميدند كه ضخامت اكسيد رشد داده شده براي ترانزيستوري از

اين وسيله در مقايسه با حالت معمول  چه تفاوتي دارد؟DSIفكر مي كنيد . حد معمول بيشتر شده است

كاهش مي يابدافزايش مي يابد

تغييري نمي كند
DSIاز ضخامت اكسيد مستقل است
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VTCVTCVTCVTC مي باشد.......وحاشيه هاي نويز .......در وارونگر با بار تخليه اي، نسبت به وارونگر با بار مقاومتي منحني.

كندتر، بيشتركندتر، كمترتندتر، بيشترتندتر ، كمتر
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),,,()).((تابع    FEDCBADCBAf   معادل چيست؟=++++

OAII32AOI33OA33AO33
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 ��;"����#<�� ��=NMOS@�"�/ �) AB- :

mLL µ121 ==D0=λDVVTH 2=D
2

/20 VACoxn µµ =

 EFGAB- "/ .�- H&I� ��;J��KD ,�-�/ ��=1
Q,2

Q %�D�L�DRM�-�= ���= "�LN

Ω=== KRmWW 15,2021 µΩ=== KRmWmW 15,5,20 21 µµ

Ω=== KRmWmW 50,5,20 21 µµΩ=== KRmWW 35,521 µ
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),( BAANDD),( BAOR),( BANANDD),( BANOR

),( BAXORD),( BAOR),( BAXORD),( BAAND
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AAAA BBBB CCCC مدار زير را در نظر بگيريد، به ازاي چه تركيبي از ورودي هاي,  جريان منبع تغذيه افزايش پيدا خواهد كرد؟,

ABC=101ABC=111ABC=011ABC=110
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET براي توليد لايه وارون كافي نباشد........ و ......... در صورتي كه اختلاف ميان ولتاژهاي در ترانزيستورهاي

.كانال تنگيده مي شود

گيت ، بدنهدرين،سورسگيت،درينگيت ، سورس
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مدار زير چه گيت منطقي را پياده سازي مي كند؟

XNORXORNANDNOR
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NMOSNMOSNMOSNMOSPMOSPMOSPMOSPMOS : به صورت زير باشند و فرض كنيد مسير اولري 

NMOSNMOSNMOSNMOS ECDBAECDBAECDBAECDBA: 

PMOSPMOSPMOSPMOS EDABCEDABCEDABCEDABC: 

تابع منطقي كه اين مدار پياده سازي مي كند چيست؟

EDCBA )...( +EDCBA ).).(( ++

)).(.( EDCBA ++)).(( EDCBA +++
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CMOSCMOSCMOSCMOS در يك وارونگر mWmWvV npdd µµ 6.1,4.6,3.3 ولتاژINVV ،كدام جواب بطور تقريبي درست است؟===

.آستانه ورودي وارونگر است

1.65INVV V<1.65INVV V=1.65INVV V>0.8INVV V=
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CMOSCMOSCMOSCMOS  زير چيست؟تابع منطقي مدار 

CBEDA .. ++)).(( EDBA ++

.( ). ( . )A D E B C+)()( CBEDA ++++
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كدام قانون طراحي توصيف كننده حداقل طول كانال ترانزيستور است؟

طول سيم فلزيطول ناحيه نفوذطول پلي سيليكونپهناي پلي سيليكون
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CMOSCMOSCMOSCMOSMOSFETMOSFETMOSFETMOSFETnnnn pppp  با ضريب يكسان كاهش در هردو ترانزيستور ، بر حاشيه,  هاي  ،كاهش طول كانال در گيت 

نويز چه تاثيري دارد؟

.حاشيه نويز كاهش پيدا مي كند.حاشيه نويز افزايش پيدا مي كند

.حاشيه نويز ثابت مي ماندحاشيه نويز از طول كانال مستقل مي باشد
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مدار زير چه منطقي را پياده سازي مي كند؟

ANDNANDNORXOR
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ASICASICASICASICRTLRTLRTLRTL  به سطح گيت استفاده مي شود؟ از كدام ابزار براي تبديل نمايش در جريان ابزار 

ابزار باز بينيابزار مسير دهيابزار سنتز منطقيابزار شبيه سازي

24

����

-

....

nMOSnMOSnMOSnMOSPassivePassivePassivePassive )( به همراه عناصر غير فعالي فرض كنيد ما فقط داراي فناوري ساخت ترانزيستور هايي از نوع 

كدام گزينه درست است؟. مي خواهيم با اين مولفه ها وارونگر بسازيم. باشيم...همچون مقاومت،خازن، و

pppp . نيز نياز داريم، بنابراين ساخت وارونگر امكان پذير نمي باشدبراي ساخت وارونگر به ترانزيستور هاي نوع . الف

nMOSnMOSnMOSnMOS  تخليه اي در شبكه بالابر و اتصال گيت و سورس آن بهمي توان وارونگر را با قرار دادن يك ترانزيستور . ب

highVinيكديگر ساخت ولي عيب آن اين است كه هنگامي  . دقيقا صفر ولت نمي شودoutVاست،=

highVولي عيب آن اين است كه وقتي .،وارونگر را ساخت)ب(مي توان مانند گزينه . ج
in

از منبع تغذيه جريان مي. است=

.كشد

گزينه ب و جگزينه جگزينه بگزينه الف
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MOSFETMOSFETMOSFETMOSFET را توضيح دهيدمقادير تقريبي خازن اكسيد در سه حا لت عملكردي ترانزيستور  . 1-


^�I� _`���

�,3�.�< 

CMOSCMOSCMOSCMOS را با خازن بار     يك وارونگر pFCload 1=IVIVIVIV  ترانزيستورمشخصات .  در نظر بگيريد

nMOSnMOSnMOSnMOSبه صورت زير استدرايور :

mAIIVVVV
DnsatDnDSnnGS

54,5 ==⇒≥=

فرض كنيد
in

VVVVV زمان تاخير لازم را براي آن كه خروجي وارونگر. سوئيچ مي كند5تا 0 يك پالس پله است كه از 

VVVVVVVV . افت پيدا كند، محاسبه كنيد2,5 به 5از مقدار اوليه 

2-�,3�.�< 
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